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１．概要（Summary） 

ダイヤモンドは優れた物性値を持つため、Siや SiC

を超える次世代の半導体材料として期待される。しか

しながら、現状のダイヤモンドは基板面積が小さいた

め電界効果トランジスタ(FET)として実用化させるた

めには基板の大面積化が必要である。本研究ではダイ

ヤモンド FET 実用化に向けて、その第一歩となるダ

イヤモンドの大面積化をヘテロエピタキシャル成長

技術によって行った。形成したダイヤモンドは、東京

工業大学の設備を利用して観察を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した装置 

FIB-SEMデュアルビーム加工観察装置 

 

・実験方法 

3C-SiC / Si(001)基板上に、マイクロ波プラズマ化学

気相堆積(MPECVD)を用いてバイアス促進核形成法

(BEN)によってダイヤモンド粒子を形成した。その後、

BEN によって形成したダイヤモンド粒子を同様に

MPECVDによって成長した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

図1に成長後のダイヤモンドの走査型電子線顕微鏡

(SEM)像を示す。エピタキシャル配向したダイヤモン

ド粒子は平坦な膜になる過程においてピラミッド状

の構造をとる。成長後のダイヤモンドは 3C-SiC上を

ピラミッド構造で覆われていることが観察され、エピ

タキシャルなダイヤモンドが成長していることがわ

かる。更にこのダイヤモンド膜の反射高速電子線回折

(RHEED)を図 2に示す。黄色い矢印はダイヤモンドの

格子定数から計算される回折点である。それ以外は

3C-SiC のものである。黄色い矢印部に明瞭な回折点

がみられ、成長したダイヤモンドが確かにエピタキシ

ャル配向していることが観察された。 

 

 

Fig. 1 SEM image of heteroepitaxial diamond film 

after growth 

 

Fig. 2 RHEED pattern 
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